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本論文は， CMOS LSI の高性能化に必要な素子レベルから L S 1 レベルまでの設計技術に関する研究をまとめた
ものである.論文は8章から構成されており，その内容は以下に示す通りである.
第1章は緒言であり，本研究の背景，目的，概要を述べた.














第6章では， CMOS 大規模論理 LSI の性能をシミュレーションにより評価し， CMOS は自動設計しやすい回路で



















(2) 微細構造 MOSFET の短チャンネル効果および狭チャンネル効果についてシミュレーションを行い，その発生
機構を明らかにするとともに， CMOS/SIMOX構造では活性層の厚さを小さくすることにより短チャンネル効
果を大幅に低減できることを見出している。







(5) n-MOS 回路との比較検討から， CMOS 回路が論理演算用超 LSI に適していることを明らかにし， CMOS プ
ロセッサのプロトタイプを開発している。
(6) プロセス・デバイス結合シミュレータを援用して LSI 用 CMOS デバイスを設計・開発するとともに，多種の
セルライブラリーを定義し，自動配置配線への効果的使用法を明らかにして，スタンダードセル方式による
CMOSLSI の設計手法を確立している。
(7) スタンダードセル方式による論理演算用超 LSI の設計品質を向上させるため，論理プロックの構造に応じて設
計手法を使い分ける新しい設計方式を提案し， 16 ビットマイクロコンピュータの設計に適用してその優位性を実
証している。
以上のように本論文は， CMOS デバイスおよび CMOSLSI の設計手法に関して多くの重要な知見と種々の新しい
提案を含んでおり，半導体デバイス工学および集積回路工学に寄与するところが大きい。よって，本論文は博士論文
として価値あるものと認める。
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